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NOTA: RESPONDER EN LOS HUECOS DEJADOS PARA TAL FIN, CON BOLIGRAFO
ESCRITO FUERA O A LAPIZ, EN LA CORRECCION SE TENDRA EN CUENTA TANTO

Problema 1
En el circuito de la figura 1.1 se utiliza un componente X del que conocemos su caracteristica -V,

figura 1.2. paios Ay RAny =1 ke2y ley de variacién lineal. 0 s S < 1
Datosde R Rn =1 kR a 25°C, CTR = 325 ppm/C, Modelo: P, = 0,225 W, V=50 V
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AZUL O NEGRO. NO SE CORREGIRA NADA
EL DESARROLLO COMO EL RESULTADO.

(25 puntos)
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a} Calcule la potenica Py, tensién Vg y corriente nominal Ing de R. (3 ptos)
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b) Sila OV < Ve <20V. Calcule el margen de valores de S que hacen que no se queme ni A ni el

componente X a la temperatura ambiente de 25°C. (7 ptos)
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¢} Sila -20V 5 Ve 5 0V. Calcule el margen de valores de £ que hacen que no se queme ni R ni el
componente X a la temperatura ambiente de 25°C. (7 ptos)
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d) Conun despiazamiente B=1 en el resistor variable y una Ve = 29,85V, calcule la temperatura
ambiente maxima a la que puede funcionar el circuito para que el componente X no se queme.

! (8 ptos)
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Problema 2 (25 puntos)
En el circuito de la figura 2.1 se utilizan dos diodos con los datos que se muestran a continuacion:
D1 1 ) 3,
™~ Avﬁf\ P » —
L s 3 D1 D2
. i g&j:z V=06V Vie=06V
‘ '~ Iy = 50 mA I = 50 mA
Ve C) D2 ,Ja R2 % Vs Is=0 Vel =33V
T V] =50V | In =0A
i§ [l = 50 mA

= Figura 2.1
a) Siendo Ve() la representada en la figura 2.2, calcule, justificadamente, Vs(t) y represéntela,
utilizando los siguientes datos: Ry=R.=1kQ. {5 ptos)
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Figura 2.2 %

b) Si Ve = 12 V (tensidn continua), ;qué valores de A, impiden la destruccién de los diodos?
Utilice el siguiente dato: A.=Tk0. (7 ptos)
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c) Eldiodo D;se somete a una prueba de conmutacion mediante el circuito de la figura 2.3. Si
Ve(t) es cuadrada de niveles OV y 5V, y su frecuencia es de f=150 MHz, ;qué margen de

valores del ciclo de trabajo (D %) serian vélidos? (7 ptos)

Datos: Rﬁkﬁ; t=5ns; lr=1ns; D(%)=(t/T)*100 — é; fms“
: A, ; *
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d) Los diodos utilizados en el circuito de fa figura 2.1 son diodos de unidn. Rodee con un circulo
la informacion correcta relativa a semiconductores y unién PN en las siguientes frases. (6 ptos)

d.1) El dnodo del diodo se corresponde con la zona (¥ /@e la unién. :
d.2) Un semiconductor dopado con con Fésforo (P) pentavalente es u | semiconductor tipo@ P,
d.3) La corriente de difusidn es debida a (un campo eléctrico /@;?Edfenm de concen&@en el

semiconductor.
d.4) Un semiconductor extrinseco es aquel que (no estd dopado / :
d.5) Cuando una unién PN se polariza en directo la zona de la union (aumenta 7

d.6) La movilidad i de un semiconductor (aumenta / /disminuye, si la temperaflfa Se incrementa
positivamente, g

Problema 3 (25 puntos)

Del circuito de la figura 3.1 se conocen los siguientes datos:

i dopado con impuerzas)™,

e
2t e

Vo

.
Vg, = 0,6 V
| L B =50
R1 § RIS B Veesar = 0,2V
JI“ B ‘é‘g:c
— b
_ A e R; = 1kQ
Lt‘j “5&— Ri=16 Q
R2 S Ve =12V
=  Figura 3.1 =

a) Si Rx=500 0, calcule el punto de polarizacién del transistor y la potencia disipada por el
mismo. (10 ptos)

Sufﬁ,%s},a VT“}JA c}\cé’w’ﬁ.. m"b\/&»";(},é“{

gl é}”gv - ‘ L = ’{.{'mﬁéw /j&mﬂ
es’imh%’gmg / ! % ~

_ , - ‘}Gﬁﬂ;’gtﬁfﬁlﬂ
J{g:/{{i;?mﬁw:a:’/?é 50 = 5 ’

| A [ = 96V
Vo = 42— spegst= 394V > Ve 6{ 4 = 354V
F, :16?‘}2””'4
P = g guih =490 S
ms ! e %, = oA

‘Septiembre 2005 Pdaqina 4 de 8



L.T.Industrial Espec. Electrénica industrial Componentas Electronicos

D) Sl Veg = 6 V, ;qué valor tiene Rz? ¢ Qué potencia disipa el transistor? (8 ptos)
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¢) Para que el transistor esté en corte, ;qué margen de valores de R, seria necesario? En estas
condiciones jcudnto vale Vee? (7 ptos)
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Problema 4 (25 puntos)
Dado el circuito de la figura 4.1, se pide; Vi . ;l?; y
g
5 . {—ca J JRE T
atos: Ee _
vi=-12¥ m't Q e el
Transistor Ty:  Transistor Ta: @ % Igi
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MES
T R aeavdenion
B O ALY
v ;f

Figura 4.1

a) Indique, justificadamente, en el circuito de la figura 4.1, cudles son los terminales del
drenador y surtidor def transistor To. (2 ptos)
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b) Calcule el margen de valores de R; que hacen que ambos transistores trabajen en sus zonas
de Saturacion. (8 ptos)
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¢) Calcule la potencia que estan disipando ambos transistores si R,=500.

(5 ptos)
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d) Si en el transistor T, estuviese disipando Pr=0,76W y el transistor T. estuviese disipando
Pr=0,8W. y con los siguientes datos: Ty Raje=lI5°CIW T, Ry =85 °C/
R{};,{Q xc?ﬁ QC/W th,‘cg:.ij f}C".r/;ﬂ}r
Time=150°C Tomac=125°C

d.1)Calcule la temperatura ambi
transistor.

ente maxima T, ... a la Que podria estar trabajando cada
£

(5 ptos)
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d.2)Si la temperatura ambiente fuera T, = 60°C, indique si haria falta colocar algin disipador en
algun transistor y el valor de la resistencia térmica (Rw-as) de dicho disipador. Nota: suponer

Ritrea = CCC/IW {5 ptos)
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Conduccis Ohm / e Conduccidn Ohm /— .
Corte . Corte. Corts g Corte.
Va Voss VGS' A Ve Vs Vs Ve V;s ;””J, V& Vg
ngw‘t’f_;sp‘\fp VW=V¢S‘-VP
Curvas |-V de JFET capal N Curvas I-¥ de JFET canal P
Alp Alp 4-1p 4-In
Conduccidn Ofim \ Conduccidn Ohm
Crte N =2 L Corte Corte L comn %
Vr Van VG; Vo™ Vasi-Vr Vs Vst Vr V{;.: Vou™Vss-Vr Ve
Carvas |-V de NMOS de Acumuiacida Carvas 1V de PMOS de Acumaulacisn
Ecuaciones transistores MOSFET JFET
Ecuacién de Corte: Ip=0 Ip=0 _
Ecuacion de Saturacion: | Ip= k (Ves-VoF Ip= K (Vas-Vo)
Ecuacién de Ohmica: Hpsﬁ-"ff( k{ Ves-V7)) Rps::f/( k (VGS'VP))
| Nota: Vpssm@ Vgs"Vr Nota: k-‘-"fpsw,oz Vosa= Vgs-'Vp
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